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УСЛОВИЯ МАКСИМУМА ПРОПУСКАНИЯ МЕТАЛЛО-

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ

(Представил В. Хижняков)

Теория металло-диэлектрических — интерференционных — покрытий
нашла свое основное развитие в работах П. Карда, систематическое

изложение которой можно найти в монографии [']. Главной целью в

этой области было подробное изучение математической структуры тео-

рии, выявление величин, наиболее общим образом описывающих свой-
ства металло-диэлектрических покрытий. Поэтому задачами предлагае-
мой работы являются более прикладные аспекты: исходя из математи-

ческого аппарата, развитого П. Кардом, в частности из идеи сопряжен-
ной пленки, вывести выражения для нахождения условий максимума
пропускания интерференционных фильтров, содержащих металлические

слои. Преимущество таких фильтров перед чисто диэлектрическими
состоит в том, что при сравнительно небольшом числе слоев в покрытии
можно, используя поглощение и ярко выраженные дисперсионные свой-
ства металлов, добиться значительного снижения коэффициента пропу-
скания в широкой спектральной области вокруг точки с максимальным

пропусканием. В качестве примера, иллюстрирующего данные сообра-
жения, рассматривается синтез простейшего металло-диэлектрического

фильтра с одним металлическим слоем.

1. Условия минимума коэффициента пропускания

Рассмотрим интерференционное покрытие, состоящее из двух — ди-

электрических пакетов, между которыми находится поглощающий па-

кет. Индексируем характеристики диэлектрических пакетов при исходной

среде через 1 и при подложке через 2. Характеристики поглощающего

пакета имеют индекс М. Диэлектрические слои, ограничивающие пакет

М, являются для пакета / конечными и для пакета 2 исходными, и их

можно рассматривать как промежуточные, т. e. соединяющие Ппогло-

щающий пакет с пакетами Ги 2 (см. рис. 1).
Найдем условия максимума коэффициента пропускания такой си-

стемы при заданном поглощающем пакете.

Введем величины

a==r/t, (1.1)

b=l/t, (1.2)

где г и { амплитудные коэффициенты отражения и пропускания. Тогда
согласно [!] (с. 23) можно записать для а, и В, всего покрытия

а;— аl6 ехр (i) +acb’ exp (—it,)

bs=ob,b. exp (i&:)+aca" exp (—i&). (1.3)
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Здесь величины а. и В. принадлежат системе металлический слой—па-

кет 2, звездочка обозначает комплексно-сопряженную величину, а знак

тильды показывает, что все коэффициенты преломления, встречающиеся
в этих величинах, заменяются их комплексно-сопряженными значения-

ми. Так как в данном случае все показатели преломления, входящие B

а, и Б,, вещественны (слои диэлектрические), то

a,=aq, 51=b|. (14)

Величина Ё, в экспонентах принадлежит промежуточному слою при па-

кете / н выражается формулой

Er=knh, (1.5)

где & — волновое число света в вакууме, л; — показатель преломления
и й, — толщина промежуточного слоя.

Теперь, используя запись

a=VyR/T exp (ia), (1.6)
b=Vl/T exp (ip),

где В и Т — энергетические коэффициенты отражения и пропускания,

ааи В — фазы комплексных величин а и В, получаем из формул (1.3)

Ry/T,— Ri+Rc-+2 YRiRc cos p

Т,Т. ,

(1.7)

VT,=
К,К.--1-+-2 УК,К, соs ф

Т,Т.
'

где

=2B+a;+pl — ac— Be (1.8)

Рис. 1. Структура интерференционного фильтра с поглощающим пакетом: / — диэлек-

трический пакет при исходной среде, 2 — диэлектрический пакет при подложке, Ё,и
Е. — промежуточные слои, соединяющие поглощающий пакет (М)с диэлектрическими

пакетами,
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Обозначая чёрез А коэффициент поглощения и учитывая, что

R4+-TH+A=l, (1.9)

получаем из выражений (1.7)

As/Ts=A./T., (1.10)

откуда следует, что величина А‚/Т, не зависит от верхней диэлектичес-
кой подпленки (от пакета 1), а полностью определяется нижней (ме-
таллический слой—пакет). _

Этот результат, который впервые обнаружил П. Кард (см. ‘напр.,
['], с. 69), имеет довольно общий характер в том смысле, что для его

получения выбор границ раздела двух подсистем произволен в пределах
первого диэлектрического пакета. Важно только то, что верхняя под-
пленка только диэлектрическая и поглощающие слои содержатся в ниж-

ней подпленке. j
Итак, величина

А/Т==сопз! (1.11)

для любой подпленки, содержащей по крайней мере пакет 2 и все по-

глощающие CJIOH.

` Далее, решая задачу максимальности Г, по К, и ф, получаем

o= (21--1)л; 1=0,1,2... (1.12)

H

Ri=Rec. KS (1.13)

Подставляя (1.12) и (1.13) в первую формулу (1.7), получаем, что

К.==o. | (1.14)

Мы говорим, что условия (1.12) и (1.13) обеспечивают внешнее про-
светление системы: весь световой поток попадает в поглощающую

подпленку. _
Учитывая теперь соотношения (1.9), (1.10) и (1.14), имеем

1/Ts=A;/Tc+l=|b:|2—|ac]|? (1.15)

откуда следует, что для максимального пропускания Т, тах
Величина

А./Т. должна быть минимальной. °
°° о””

Для нахождения условий минимума этой функции выпишем вели-

чины @ и 6. через спектральные характеристики поглощающего пажета

и пакета 2

a.=anb; exp ('i':gg) +asb* exp (—ity),

, - . (1.16)
be=bub, exp (l§2)+;agaM exp (—iky),

где

RT TR О7

(1.17)

величина такого же типа, как &..
Используя формулы (1.16) и тот факт, что для диэлектрических си-

стем s==Б и @й— а, имеем

|6. |? — |ас|?-- |5. |? —{а |?== | бы? — |ам |3-Н |Бм |?— |am|?

и, учитывая еще (1.11), находим

|bs|?— |as|?+|bs|>— | @; |?== | 6 |? — |ам |?--|Бм |? — |ам|?. — (1.18)

Отсюда следует, что для любой системы, в которой можно выделить
поглощающий пакет, ограниченный диэлектриками, существует величи-
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на, зависящая только от свойств этого поглощающего пакета. Опреде-
лим эту величину согласно (1.12) как

s=l/2(151? — |а|?--|s|? — |а|?). (1.19)

Сразу видно, что

S=s. (1.20)

Кроме того, используя равенство (1.9) и соотношение

T A/IT+A/T2>o,
=

(1.21)

доказанное П. Кардом (['], с. 74), можно величину $ представить и в

следующем виде -

s=—š— (A/T+2/T)+l, (1.22)

откуда следует

S>F. (1.23)

Теперь, используя опять соотношение (1.16), можно вычислить

]
|be]*— |ac|*=s—%s (Ibm}’ —|am|?) — Ro(|bu|*— |an|*)+

-+-2 УВ, |Бмём—Бмам|соз (2Ём--В;— оо+-0), (1.24)

где

1) ¢ . bMÕM — Бмам== l bMäM —b'MaMl exp (io). (1.25)

Здесь |6s.|?—|а.|? будет минимальным, если на 'пакет 2 наложены

условия |

25:--В;— agto=ln, 1[=1,3,57.. (1.26)

H

VRa=Cu— YC2 —l, (1.27)

где

| м|? — |ам|?— |Бм |?--|ам|?См==-——— — —— , 1.28M
2IÖMÕM—SMGM|

( )

Учитывая (1.26)—(1.28) и выражение для S (1.19), получаем

(bC a
min

—

n S+VS2 l (1.29)

и согласно (1.15) >
I 1 '

Ts,m IOD ————va OID L
,

1.30. a

(leL2—|ac|2)min S+VS'2—l ' 3
(\ )

Необходимо :отметить, что в случае симметричности поглощающего па-

кета, когда -

—ä*=a, (1.31)

выполняется равенство

R:=R., (132)

а согласно (1.13) и

.33К, = К). (1.33)



146

Дальнейшая минимизация коэффициента пропускания связана ¢

анализом структуры поглощающего пакета, т. е. нахождением тех усло-
вий, когда $ становится минимальным. Но этот вопрос требует спе-

циального изучения. Здесь мы ограничиваемся рассмотрением простей-
шего случая, когда поглощающий пакет состоит лишь из одного Me-

таллического слоя,

2. Узкополосный фильтр с одним металлическим слоем

Если поглощающий пакет состоит из одного металлического cJod, TO

—
— N 2ам=Цсоз ё+і№2————зіпЁ, (2.1)

2 Yninz 2N Yninz

№ -ЬМ=Щсоs ЕНЁ ШШ—_:— sin g, (2.2)
2]/n.n2 2N Vnnflz

где

E=FkhuN, (2.3)

пм — толщина металлического слоя и

N= n — ix (2.4)

— комплексный показатель преломления металла.

Величина 5, через которую определяется Т, тах (формула (1.30)),
выглядит теперь так

__

n?ch(2kxhy)+-%* cos (2knhm)
S= ; иа (2.5)

Величина Cyy, ¢ MOMOLIBbIO KOTOPO# MOXKHO HaWTH Ry (dpopmyan (1.27)
и (1.28)), не имеет такого компактного выражения, как 5. Для вычисле-

ния См используем формулы (2.1)—(2.4) и (1.28), напоминая, что

встречающиеся в (1.28) величины с тильдой указывают на то, что все

коэффициенты преломления, встречающиеся в них, заменяются KOM-

плексно-сопряженными, т. e. N>N*.

Синтез узкополосного интерференционного фильтра происходит сле-

дующим образом:
выбираем металлический слой и определяем нужное значение К, для

диэлектрического пакета 2 в точке максимального пропускания.
Фазовые условия максимума пропускания достигаются варьирова-

нием промежуточного слоя между металлом и пакетом 2, пока величи-

на |6.|?— |а.|? не будет иметь минимальное значение. После этого,
добавляя пакет /, для которого в точке максимального пропускания
К,==К,, варьируем другой промежуточный слой, добиваясь В,==o для

всей системы.

Вне полосы пропускания узкополосный фильтр должен иметь мини-

мально возможное пропускание. Но для фильтров с металлическим

слоем можно благодаря поглощению добиться малых пропусканий и

тогда, когда математические условия минимальности пропускания He

удовлетворяются. Необходимо лишь то, чтобы энергетические и фазо-
вые условия не были одновременно близкими к условиям максималь-

ности пропускания. Поэтому можно использовать довольно простые и

хорошо реализуемые структуры фильтров, одну из которых мы здесь и

представим.
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Металлом является Аl, комплексный показатель преломления кото-

рого в точке максимального пропускания №==46o нм равен М==o,6s—-
— При толщине слоя металла йм==21,78 нм можно добиться про-
пускания Г, тах==0,649. Коэффициент отражения диэлектрических паке-

тов в точке максимального пропускания должен быть К, ==К, == 0,702.

Структура фильтра представлена в таблице.

Пакет 2 представляет собой равнослойную двухкомпонентную систему
из 4 слоев с показателями преломления пн==2,3 и п„==l,4. В точке

максимума пропускания при ) такой пакет имеет требуемый — коэффи-
циент oTpaxeHus R,=0,702.

Пакет 1 сходен с пакетом 2, за исключением того, что варьирован
первый слой с целью получения при л, требуемого отражения Й,==
==К,==0,702.

Толщины— промежуточных слоев получаются 2,755 №/4 и 2,807
№/4. -

Зависимость коэффициента пропускания от волнового числа изобра-
жена на рис. 2. Для волнового числа используем относительный масш-

таб &/Во (Bо==2л/№, М==l242 нм), который численно совпадает CO

значениями соответствующей энергии излучения, выраженной в элект-

рон-вольтах. Кроме того, учтена и зависимость показателя преломления
А1 от волнового числа.

Интерференционный фильтр с максимальным пропусканием 0,649 в точке Л, ==460 нм

Номер Показатель '(r)o[;xTul:::šKgon | Поимечанияслоя преломления Do/
римечани

0 1 — Исходная среда
—————— — — —— SRR Ll LIt SISSals

1 2,3 1,44 Пакет /

2 1,4 1

3 2,3 1

4 1,4 1

5 2,3 2,755 Промежуточный слой

6 0,65— 0,1894 Имеется в виду геометрическая тол-

—i5,49 (21,78 um) щина слоя металла (А!) и значение

показателя преломления — берется B

точке максимального пропускания

—

7 2,3 2,807 Промежуточный слой

8 1,4 1 Пакет 2

9 2,3 1

10 1,4 1

11 2,3 1

12 1,48 — Подложка
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И, наконец, вычислено также распределение интенсивности погло-

щения 0(х) в металлическом слое при максимальном пропускании.

@(х) — впмхм|Ем(х) |2, OoOx<hm (2.6)

где Ен(х) — амплитуда электрического вектора в металлическом слое.

Если Ем(х) представить в виде суммы прямой и обратной волн

EM;(X) H EMz(JC)

Em(x)=Em (x)+Em(x), (2.7)

TO, как видно из рис. 3, эти волны в металлическом слое нигде не ком-

пенсируют друг друга,

Puc. 2. Зависимость коэффициента пропускания Т (&) от OTHOCHTEJIPHOFO BOJHOBOIO

числа &/№ (*о==2л /М, Мо== 1242 нм) узкополосного фильтра, представленногов таблице.

Puc. 3. Относительное распределение интенсивности поглощения в металлическом слое

с толщиной й для узкополосного интерференционного фильтра с одним металличес-

ким слоем.
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Diana HERRSCHENSOHN, Lembit SOSSI

METALLDIELEKTRILISTE INTERFERENTSFILTRITE MAKSIMAALSE |
LABIPAISTVUSE TINGIMUSED

Interferentsfilter koosneb neelduvast siisteemist M, mis asetseb kahe dielektrilise

paketi I ja 2 vahel ning on nendegaiihendatudkihtide & ja & abil (joon. 1). Siisteem
M, kiht & ja pakett moodustavad siisteemi-C. Koik need komponendid on vastavalt
indekseeritud (M, 1,2, C). Kogu katet kirjeldavate suuruste indeks on S. On kasu-
tatud spektraalseid karakteristikuid a=r/f{ 1а b==l/t, kus r ja t on vastavalt ampli-
tuudne peegeldus ja lébilaskvuskoefitsient. Mark suuruse kohal tdhendab, et seal оп

koik murdumisnditajad vahetatud nende kaaskompleksidega.
Etteantud neelduva siisteemi M korral saavutatakse maksimaalne ldbilaskvus siis,

kui pakett 2 rahuldab tingimusi (1.27) ja (1.28) ning pakett / tingimust (1.13). Siim-
meetrilise neelduva siisteemi korral kehtib ka (1.33). Need tingimused on energeetilised.

Fikseeritud lainepikkuse korral on varieeritud &, nonda, et suurus |b.|?— |ac|?
saaks minimaalse védartuse. Kihi &, paksuse mdidrab tingimus rs=o. Kui koik nimeta-

tud tingimused on tdidetud, saab maksimaalseks energeetiliseks ldbilaskvuskoefitsiendiks

Tg,m.,=l/(Su+}’S";{ —1), kus suurus S on defineeritud (1.19)-ga.

On siinteesitud fihte alumiiniumkihti sisaldav interferentsfilter libipaistvuse maksi-

mumiga suhtelise lainearvu k/ky=27 juures (ko=2m/Ao, h0=1242 nm). Filtri struk-

tuur on esitatud tabelis ja ldbilaskvuskoefitsiendi, soltuvus lainearvust joonisel 2.
Joonisel 3 on aga neelduvuse jaotuminemetallkiles maksimaalse ldbilaskvuse korral.

Diana HERRSCHENSOHN and Lembit SOSSI

TRANSMITTANCE MAXIMUM CONDITIONS

FOR METALLIC/DIELECTRIC INTERFERENCE FILTERS

The interference coating consists of the absorbing system M that lies between
dielectric stacks / and 2, and is connected with them through dielectric layers &, and

&> (see Fig. 1). The system M, the layer E; and stack 2 are denoted as a system C.
All quantities of the afore-mentioned components are indexed respectively (M, 1,2, C).
The quantities describing the whole coating have an index S. There are used spectral

characteristics a=r/t and b=l/¢, with r and ¢ being the amplitude reflection and
transmission coefficients, respectively. The mark ~ above a quantity means that there
all refractive indices are changed for their complex congruity. ` .

For the given absorbing system М we receive the maximum transmittance when
stack 2 satisfies the conditions (1.27) and (1.28) and stack 1, resp., the condition
(1.13). In case of the symmetrical absorbing system (1.33) is also satisfied. These
conditions are energetical. In case of the fixed wave-length we vary Ё, 50 а{ е
quantity |b.|2— laj? takes the minimum value. The thickness of the layer & we deter-
mine, using the condition rs=o. When all mentioned conditions are satisfied, then the

energetical transmittance coefficient Тв‚…,=_l/(sм+}’s’м—l ), where S is defined

by (1.19). -
An interference filter is designed with maximum transmittance by relative wave-

number k/k0=2.7 (ky=27/hy, h0=1242 nm) containing an aluminium layer. The
structure of the filter is given in Table, and the transmission coefficient depenšence on

wave-number & is represented in Fig..2. Fig. 3 represents the absorbtion distribution in
the metallic layer in the maximum transmittance point k/ky=2.7. .


	b10720984-1992-2 no. 41/2 01.04.1992
	Chapter
	ETALON EVOLUTION EQUATIONS
	Untitled
	Fig. 2. Phase velocity region used for the etalon evolution equation in case of a liquid layer. Fig. 1. Dispersion curves for Love waves: I — expression (10), 2 — expression (12).

	FOURIER MULTIPLIERS OF GENERALIZED LIPSCHITZ CLASSES ON THE REAL LINE
	A PROBLEM OF FLOW IN CYLINDRICAL GEOMETRY
	Untitled
	Fig. 2.

	DYNAMICS OF THIN VORTEX RINGS IN A VISCOUS FLUID
	Fig. 1. Definition sketch.
	Untitled
	Fig. 3. Phase portrait explaining the interaction between two vortex rings; (2, — 22) is the distance between vortex rings, r is the outer radius for one of the vortex rings, numbers show the time intervals. Continuous curve corresponds to the case of a perfect fluid (mapping back to 1), dashed curve — to th; case of a viscous fluid. Fig. 2. Vorticity distribution inside the vortex core. I — theoretical curve according (5.15), 2 — experimental data ['2].

	MULTIFRACTALITY OF ESTONIAN COASTLINE
	Untitled
	Fig. 1. A — the generator, B — the second generation, C — the third generation. In each next generation all the elements are replaced by the generator, properly reduced. In order to introduce irregularity, the orientation of generators is chosen randomly. The resulting fractal dimension is given by d=—log.(2), o.s<<a<<l/y2. This pattern corresponds to d==l.l9.
	Fig. 2. A multifractal coastiine obtained by the proposed generating algorithm. The lowest value of singularity powers is @mmn=l, the highest — amax=l.3s, and global sealing exponent d=1.17.
	Table
	MODEL MATCHING OF NONLINEAR DISCRETE TIME SYSTEMS VIA DYNAMIC STATE FEEDBACK

	ОБ ОДНОМ КЛАССЕ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ ИЗ т-ВЫХОДНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОВЕРЯЕМЫХ ДВУМЯ ТЕСТОВЫМИ НАБОРАМИ
	Рис. 2. >
	Puc. 1.

	MOUFANG LOOPS AND GENERALIZED LIE EQUATIONS
	MOUFANG SYMMETRIES AND CONSERVATION LAWS
	УСЛОВИЯ МАКСИМУМА ПРОПУСКАНИЯ МЕТАЛЛО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ
	Рис. 1. Структура интерференционного фильтра с поглощающим пакетом: / — диэлектрический пакет при исходной среде, 2 — диэлектрический пакет при подложке, Ё, и Е. — промежуточные слои, соединяющие поглощающий пакет (М)с диэлектрическими пакетами,
	Puc. 2. Зависимость коэффициента пропускания Т (&) от OTHOCHTEJIPHOFO BOJHOBOIO числа &/№ (*о==2л /М, Мо== 1242 нм) узкополосного фильтра, представленного в таблице.
	Puc. 3. Относительное распределение интенсивности поглощения в металлическом слое с толщиной й для узкополосного интерференционного фильтра с одним металлическим слоем.
	Untitled

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ОСЕЙ В ОКРАШЕННОМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ САПФИРЕ
	Untitled
	Untitled
	Puc. 2. Пространственная — зависимость интенсивности люминесценции наведенной структуры /(у/р), наблюдаемой в направлении оси С, через поляризатор, при различных углах ф между осью поляризатора и направлением возбуждающего люминесценцию овета: р — период наведенной структуры, у — пространственная координата в кристалле в направлении возбуждения люминесценции. Рис. 4. Зависимость угла а, определяющего кристаллографическое — направление в базисной плоскости, от угла Фп Ммежду осью поляризатора и направлением — возбуждения, при котором наблюдается максимальная глубина модуляции наведенной структуры.
	Рис. 3. Зависимость глубины — модуляции наведенной структуры С от угла поляризатора ф при различных углах а между осью [l2lo] H направлением — возбуждающего люминесценцию света. °

	LOHITEATEID
	ON A POSSIBILITY OF SELF-ORGANIZATION IN PHOTOSYNTHETIC LIGHT HARVESTING ANTENNAE
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIAS
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU KOOSOLEK 20. novembril 1991
	ETTEKANNE EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGUL 20. novembril 1991
	ETTEKANNE EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGUL 20. novembril 1991
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU 1991. aasta 20. novembri OTSUS NR. 1 Eesti teaduskorralduse reorganiseerimisest
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU 1991. aasta 20. novembri OTSUS NR. 2 Humanitaar- ja Uhiskonnateaduste Osakonna nime muutmisest
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU 1991. aasta 20. novembri OTSUS NR. 3 Eesti TA pohikirja parandatud redaktsioonist
	Contribution
	EESTI FUUSIKA SELTSI AASTAPREEMIA



	IN MEMORIAM
	Nikolai Alumäe



	Illustrations
	Untitled
	Fig. 2. Phase velocity region used for the etalon evolution equation in case of a liquid layer. Fig. 1. Dispersion curves for Love waves: I — expression (10), 2 — expression (12).
	Untitled
	Fig. 2.
	Fig. 1. Definition sketch.
	Untitled
	Fig. 3. Phase portrait explaining the interaction between two vortex rings; (2, — 22) is the distance between vortex rings, r is the outer radius for one of the vortex rings, numbers show the time intervals. Continuous curve corresponds to the case of a perfect fluid (mapping back to 1), dashed curve — to th; case of a viscous fluid. Fig. 2. Vorticity distribution inside the vortex core. I — theoretical curve according (5.15), 2 — experimental data ['2].
	Untitled
	Fig. 1. A — the generator, B — the second generation, C — the third generation. In each next generation all the elements are replaced by the generator, properly reduced. In order to introduce irregularity, the orientation of generators is chosen randomly. The resulting fractal dimension is given by d=—log.(2), o.s<<a<<l/y2. This pattern corresponds to d==l.l9.
	Fig. 2. A multifractal coastiine obtained by the proposed generating algorithm. The lowest value of singularity powers is @mmn=l, the highest — amax=l.3s, and global sealing exponent d=1.17.
	Рис. 2. >
	Puc. 1.
	Рис. 1. Структура интерференционного фильтра с поглощающим пакетом: / — диэлектрический пакет при исходной среде, 2 — диэлектрический пакет при подложке, Ё, и Е. — промежуточные слои, соединяющие поглощающий пакет (М)с диэлектрическими пакетами,
	Puc. 2. Зависимость коэффициента пропускания Т (&) от OTHOCHTEJIPHOFO BOJHOBOIO числа &/№ (*о==2л /М, Мо== 1242 нм) узкополосного фильтра, представленного в таблице.
	Puc. 3. Относительное распределение интенсивности поглощения в металлическом слое с толщиной й для узкополосного интерференционного фильтра с одним металлическим слоем.
	Untitled
	Untitled
	Puc. 2. Пространственная — зависимость интенсивности люминесценции наведенной структуры /(у/р), наблюдаемой в направлении оси С, через поляризатор, при различных углах ф между осью поляризатора и направлением возбуждающего люминесценцию овета: р — период наведенной структуры, у — пространственная координата в кристалле в направлении возбуждения люминесценции. Рис. 4. Зависимость угла а, определяющего кристаллографическое — направление в базисной плоскости, от угла Фп Ммежду осью поляризатора и направлением — возбуждения, при котором наблюдается максимальная глубина модуляции наведенной структуры.
	Рис. 3. Зависимость глубины — модуляции наведенной структуры С от угла поляризатора ф при различных углах а между осью [l2lo] H направлением — возбуждающего люминесценцию света. °

	Tables
	Table
	Untitled




